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【はじめに】 InAs 量子ドット(QD)は熱的安定

性と発光の単色性から、次世代の光通信用光源

等への応用が検討されている。本研究室では歪

緩和を利用し、InAs / GaAs (001) QDの常・低

温で 1.55μm 以上の長波長発光を実現した。[1] 

しかし、GaAs キャップ層の厚膜化に伴い、歪

が増し短波長化するため、素子化には長波長発

光を維持したキャップ層の厚膜化が一つの課

題である。キャッピングに伴う短波長化要因と

して歪の他、In-Gaの相互拡散による埋め込み

QDのサイズ収縮等が考えられ、歪緩和層の導

入や成長条件による収縮抑制の検討が行われ

ている。 [2-4] 今回は、キャップ層の成長条件  

の異なる試料を用い、キャッピング過程におけ

る QD収縮機構を検討した。 

【実験】試料は MBE により作製した。600℃

で酸化膜除去、580℃で GaAs(001)上にバッフ

ァを成長後、基板温度を 500℃まで下げ参照用

InGaAs 量子井戸(QW)、GaAs スペーサー層、

InAs QD (2.0ML)、GaAsキャップ層の順に堆積

させた。(図 1) その後試料を室温まで急冷し大

気中に取り出し、AFM、フォトルミネセンス

(PL)測定を行った。 

【結果】異なる成長速度でキャップした試料の

PLスペクトルの膜厚変化を図２に示す。PLピ

ークのブルーシフトは早い成長速度でキャッ

プした試料で顕著に見られた。これは早いキャ

ッピングにより歪場が大きくなることで厚膜

化による収縮が大きくなったことを示唆して

いる。発表ではキャップ層成長条件によるドッ

トの収縮過程について、PL 測定の結果を交え

て報告する。 

 

図 1. 試料構造 

 

図 2. GaAs cap条件と InAs QDの PL 
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